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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

本研究では、サファイア基板を電子線で部分的に処理することによって基板面内に2つの極性のGaN薄膜を同時に成長（Stereo-selective成長）させることを目的とした。Stereo-selective成長したGaN薄膜は、アルカリ溶液にN面極性だけが選択的にエッチングされる性質を利用して原子レベルで平坦な垂直ファセットやデバイス分離技術に応用できるだけでなく、LEDの大面積化やフォトニック結晶への展開も期待される。
これまでサファイア基板の部分的な硝酸溶液処理によってstereo-selective成長を実現してきたが、ウエットプロセスのために微細化が困難であった。ドライプロセスである電子線でサファイア基板処理によって、GaN薄膜成長における極性選択性についてミクロンオーダーでの微細化を検討した。
　電子線の加速電圧25keV、電流量0.5nA、ドーズ量1000から20 000 C/cm2で、GaNの方位に対して<11-20>と<1-100>の両方向に高温水素処理したサファイア基板を処理した。処理幅を0.2mから1.5 mまで変化させて150mの長さで処理を行った。

　成長直後のGaN薄膜において電子線処理した領域では、処理方向に関わらずその側面は凸凹と荒れていた。KOH溶液につけた後には溝が形成され、＜11-20＞方向で処理したものは側面が平坦になる一方、＜1-100＞方向のものは側面の荒れが促進されていた。＜11-20＞方向の処理では側面が1-100面の安定面となるので、エッチングが止まるために平坦になる。＜1-100＞方向で処理を行うと側面が＜11-20＞方向となり、安定な（1-100）面を出すためにエッチングが進むことがわかった。電子線処理した幅よりもGaN溝幅が2倍ほど広がることを考慮に入れて、GaNの11-20方向に電子線処理した基板上に1.5μm幅の溝、間隔6μmの周期構造を5mmの領域にわたって形成することができるようになった。
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	欧文概要　ＥＺ

The purpose of this research project is the achievement of simultaneous growth of Ga- and N-face GaN film (Stereo-selective growth) on c-plane sapphire substrate treated partially by electron beam. By using the selective etching of N-face GaN film in alkali solution, the atomically flat cavity-face can be fabricated from the stereo-selective growth of GaN film. This technique can be applied not only to device isolation, but also to formation of photonic crystal. In addition, self-fabricated stripe structure of GaN film is expected by use of this technique, leading to larger size of LED.

The research leader has developed the HNO3 treatment of sapphire substrate for the stereo-selective growth. Since this method was wet process, the selectivity of the polar structure was poor. In this project, micrometer order of the stereo-selective growth has been studied by dry process of electron-beam treatment.

A c-plane sapphire substrate annealed in H2 ambient at 1000oC was treated by electron beam under the conditions; 25keV of acceleration voltage, 0.5nA of current, and dose quantity from 1000 to 20 000 C/cm2. The treatment was carried out along the <1-100> and <11-20> of GaN. The treatment width was varied from 0.2m to 1.5m, and the length was 150m.
The side wall of GaN film grown on area of c-sapphire substrate treated by the electron beam was rough in spit of the treatment direction. After dipping the sample into KOH solution, a groove was formed by the selective etching. The side wall of GaN groove along <11-20> became flat, while the roughness of the groove along <1-100> was enhanced. The side wall of the former groove has [1-100], and the latter has [11-20] facet. Since the etching is considered to be stopped due to chemically stable [1-100] facet, the side wall of the groove along <11-20> became flat. The width of the groove along <11-20>, however, became wider approximately by twice than the designed width. Taking this phenomenon into account, the periodical stripe structure (150m of length) with 1.5m of width and 6m of interval was able to be formed over 5mm region by this stereo-selective growth technique.  
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